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Organic ESD protection circuits with organic Schottky diodes 
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研究概要 フレキシブル集積回路の実用化には、静電気保護回路の開発が急務の課題である[1]。

今回、我々は有機ショットキーダイオードを用いた静電気保護回路をフレキシブル基板上に作製

することに成功したので報告する。特に、静電気保護回路を有機トランジスタと集積化した結果、

2 kV の静電気破壊試験(ESD)試験に有機トランジスタが耐えることが示された。 

作製手法 まず、Alを真空蒸着によりポリイミド基板上に 100 nm成膜し、カソードとした。そ

の上に、有機半導体層として CuPc を 30 nm真空蒸着で成膜した。最後に、50 nmの Au電極を真

空蒸着により成膜することでアノードとした。図 1 に作製した有機ショットキーダイオードの概

略図と静電気保護回路の回路図を示す。 

実験 図 2 に有機ショットキーダイオードの特性を示す。有機ショットキーダイオードは、3 V

で 1 A/cm
2を超える高電流密度を実現することができた。また、有機静電気保護回路の ESD 試験

を行ったところ、有機トランジスタ単体では、500 Vの ESD 試験で、絶縁破壊が起こったのに対

し、有機保護回路を接続することで、2 kVの ESD試験を行っても絶縁破壊が起こらないことを確

認できた。さらに、この有機ショットキーダイオードを整流回路に用いることで、ワイヤレスフ

レキシブルウエットセンサの作製にも成功した。 

[参考文献] [1] Wen Liu, et al., IEEE ELE. DEV. LETT., 32, 967-969 (2011).  

 

 

Fig. 2: Transfer characteristics. Fig. 1: Cross section of organic Schottky diodes and protection circuit. 
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